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ஙが認証対となݐに適߹したݮ

っている。

લఔڌΛू

　ேբࣄ業所の開業は、22年度（23年

3月ظ）を࠷ऴ年度と͢る3カ年の中

ੜ。վֵのҰߏ業ࣄӦ計ըのܦظ

産ମ੍についてもݟしをਤって͓り、

൧能場のクリーンルーム（CR）をด

౦ࠜݝ形ࢁ）したほか、౦ࠜ新電元

市）のCR1౩もดを決めた。同時に

౦ࠜ新電元とळా新電元（ळాݝ༝利

ຊ市）のウエϋーの大ܘޱ化もਐめ

て͓り、グループに͓ける前ఔのੜ

産性を30％ఔ度高める取り組みをਐ

めている。

　また、ळా新電元で設ஔされていた

パϫーモジュールのੜ産ラインのҰ部

をタイのランプーン新電元のIo5をಋ

ೖしたੜ産性の高いラインに౷߹͢る。

ळా新電元はੈ࣍パϫーモジュール

製品のੜ産ラインをߏஙし、モϏリテ

ィーɾ産業機器市場向けにパϫーモジ

ュールࣄ業のさらなる成を目指͢。

は1000ਓۙいମ੍となっている。

　ேբࣄ業所のෑ面ੵは、約2万

9600m2、Ԇচ面ੵは約2万8500m2。

高いਫ४の開発ڥをߏங͘͢、ࣄ

業部のをえたシナジーをੜみ出͢

ۭؒを目指して͓り、શؗແઢ-A/な

どのIC5ڥをඋ。さらにフリーア

ドレス੍やݸਓの集中ブースを設ஔ͢

るなど、ಇきや͢さをٻしている。

　また、消費エネルギー量52％をݮ

し、「ZEB ReadZ」も取ಘ。ZEBとは/et 

Zero EnergZ BuiMdingのུশで、շ適

なࣨ内ڥを࣮ݱしながらݐで消費

͢る年ؒのҰ࣍エネルギーの収ࢧをθ

ロに͢ることを目指したݐを指͢。

　ZEB ReadZはZEBを

ஙとݐਾえたઌਐݟ

して、֎ൽの高அ化

͓よび高ޮ率なলエネ

ルギー設උをඋえたݐ

ஙであり、かつ࠶ੜ

Մ能エネルギーをআき、

エネルギー消࣍४Ұج

費量から50％Ҏ上の

Ұ࣍エネルギー消費量

ேբۀࣄॴΛ։ॴ

　2021年4月にேբࣄ業所（࡛ݝۄ）を

開所し、ຊ格తに業を開࢝した。こ

れまで大खொオフィスならびに、൧能

していたຊ社業ࢄに分（ݝۄ࡛）場

ならびに開発機能を集約し、ࣄ業ӡӦ

のさらなるޮ率化をਤっている。

開発機能などを୲っていた൧能ڀݚ　

化がਐΜでいたこともあٺ場は、

り、新たに࡛ݝۄேբ市にࣄ業所を新

設し、大खオフィスが୲っていた機能

も集約化した。もともと大खொオフィ

スには約150ਓ、൧能場には約800ਓ

のै業һがࡏ籍して͓り、ேբࣄ業所

ۀاγϑτଧͪग़͢ύϫʔಋମࡌं

৽ి᷂ۀݩ
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を͡てཪ面রࣹ型CISを増強し、ߑਫでタイの後ఔが

ඃࡂした12年ॳ಄にはCIS組立ラインもඋした。16年4

月の۽ຊでは低֊のウエϋーఔ、高֊のଌఆ

ఔとカメラモジュールఔがඃࡂ。ウエϋーఔは16年5

月半にੜ産を࠶開し、ೖベースで16年7月末にフルՔ

ಇにしたが、高֊はඃが大き͘、モバイル用高機能カ

メラモジュールの開発ɾ製からఫୀした。ෑのೆଆྡ

に5SMCが新場をݐ設͢ることが決まり、ιニーも

出ࢿして株ओとなり、ੵ型CIS用ロジックのੜ産をҕୗ

͢る。このྡは、もともとιニーがCIS増設用にख

てしていた用とみられるため、CISのさらなる増産を࣮

。る場߹は新たな用の֬อにಈ͘Մ能性が高い͢ݱ

　ιニーॳの300mmラインを設ஔした場で、2001年ळ

の2߸౩がある。1߸౩は、૯成の1߸౩、06年5月ॡ

͏、ங面ੵ2万m2、Ԇচ面ੵ7.9万m2ݐ ͪクリーンルーム

（CR）面ੵ2万m2。02年から月産3000ຕで高Թϙリシリコ

ンӷথ、同年6月からCCDのੜ産を開࢝した。2߸౩は、૯

͏、ங面ੵ2.2万m2、Ԇচ面ੵ9.3万m2ݐ ͪCR 2万m2。ॡ

後͙͢CR 7500m2分にஔをಋೖし、300mmでCMOSイ

メージセンサー（CIS）を量産し、07年य़から出荷。Cuઢ

ラインをಋೖしてCISとCCDの混ྲྀੜ産をՄ能にした。07

年度から3年ؒで約600億円をࢿし、りスϖースにஔ

をॱ࣍ಋೖ。09ʙ10年度にްテックの࡞ࢼɾ開発機能を

集約し、Ұ大ڌ点発展した。10ʙ11年度には計400億円

■ ソニーグループιニʔηϛίンμクλϚニϡϑΝクνϟϦンά᷂ɹ۽ຊςクϊϩジʔηンλʔ
ਫ4000�1��5FM�096�292�6111ݪ٠ཅொ܊٠ݝຊ۽�869�1102˟

ʲઃཱʳ200110݄1� ʲදऀ �༸ٓ�ޱrࢁ ʲ rԼ�ຬࢁ
ʲੜ࢈ʳ"7ɾ04.$͚ࢹʗ$$%Πϝʔδηϯαʔɺं 04ΠϝʔδηϯαʔɺϚΠΫϩσΟεϓϨʔʢӷথʗ0-&%ʣ.$͚ࡌ
ʲੜ࢈ྗʳ300NNΤϋʔ݄ؒ2�4ສຕ
ʲෑʳ26ສ6000N2 ʲݐʳ19ສ8000N2 ʲਓһ શrࣾ1ສ600ਓʢ224݄ࡏݱʣ
ʲຊࣾ ॴrࡏʹಉ͡

りをޫ௨৴用VCSE-が占める。৭-Dの量産化にも力

して͓り、12年にはॅ༑電と波530nmʗ出力100mW

の৭-Dを開発した。出力1W強をୡ成し、さらなる波

化をਤる。VCSE-の量産拡大に取り組み、ޫ ௨৴用の高

速化対応に加え、センシング用の量産を立ͪ上͛てイメー

ジセンサーとの૬ޮ果をૂ͏。センシング用はスマート

フォンなどຽੜ用に展開͢るߟえで、5oF（5ime oG FMight）

センサーのޫݯとして940nm品を品化。কདྷはं載用

の展開もߟえられる。ただし、モバイル機器用の3Dセンシ

ングはアプリෆで用్が拡大して͓らず、धཁ増のϖー

スはఆを下ճっている。VCSE-についてはGa/ベースの

੨৭ʗ৭のڀݚ開発にもੵۃతに取り組Μでいる。

　業時はパϫートランジスタやϋイブリッドICをੜ産

していたが、1986年から半ಋମレーザー（-D）、89年から

レーザーカプラのੜ産を開࢝し、98年にはMOCVDʙ組立

までを集約し、ޫデバイスのҰ؏ੜ産ڌ点となった。౦

ຊ大ࡂでඃをडけたが、2011年4月に組立ఔ、同年5

月にશఔを࠶開し、同年11月にιニーセミコンダクタに

౷߹された。੨৭-D、৭と֎の-oXʗ-oX 2波-D、

プリンターなどに用される৭-Dや֎-Dなどをੜ産

しているほか、10年からޫ௨৴用に֎850nmのVCSE-

（ਨڞৼ器面発ޫレーザー）もࣄ業化した。CrZstaM -ED 

DispMaZ SZstem用のウルトラファイン-EDチップも製し

た。-Dは、ޫ ディスク用とプリンター用がશੜ産量の半分、

■ ソニーグループιニʔηϛίンμクλϚニϡϑΝクνϟϦンά᷂ɹനੴଂԦςクϊϩジʔηンλʔ
നௗ3�53�2��5FM�0224�22�1111ࢢനੴݝٶ�989�0734˟

ʲઃཱʳ196911݄1� ʲදऀ �༸ٓ�ޱrࢁ ʲ Ծr�ֶ
ʲੜ࢈ rಋମϨʔβʔɺϨʔβΧϓϥͷҰ؏ఔ
ʲੜ࢈ྗ rಋମϨʔβʔ݄3100࢈ສݸ
ʲෑʳ15ສ450N2 ʲݐʳ2ສ1000N2 ʲਓһ શrࣾ1ສ600ਓʢ224݄ࡏݱʣ
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スマート端末での利用拡大を目指した。

εϚʔτΦッνʹর४

　中国のスマートウオッチメーカーの

インウオッチ（映趣科技、北京市）は15

年6月、新型AP「M200」を搭載したテ

ンセント（騰訊）OS採用のスマートウ

オッチを発表した。インウオッチがイ

ンジェニックのAPをスマートウオッ

チに採用したのはこれが2モデル目と

なった。

　このスマートウオッチは、表示部分

が円形で1.4型パネル（解像度400×

400ppi）を搭載。コーニング製強化ガ

ラスの表面にサファイア成膜による

強化処理を施した。「M200」はデュア

ルコア（高性能1.2GHzと低消費電力

の300MHzのCPUを搭載）で、1GBの

RAMと8GBのROM、300mAhのバッ

テリーを搭載。ベルトの材質やデザイ

ンにより価格帯が異なり、799元、999

元、1499元の3種が用意された。

ングルコア製品だ。DRAMはDDRと

DDR2、DDR3に対応している。スマー

トフォン（スマホ）やタブレット端末で

の利用には適さず、電子書籍リーダー

端末やスマートウオッチ、医療用機器、

ヘルスケア端末などに利用された。

εϚʔτΦッνʹ"1څڙ

　 イ ン ジ ェ ニ ッ ク が 設 計 し た

「JZ4775」は13年、中国のスマートウ

オッチメーカーのギーク（果殻電子、上

海市）に採用された。ギークは9月に

売り出したスマートウオッチ「GEAK 

Watch」（1999元）に「JZ4775」を搭載し

た。このスマートウオッチはアンドロ

イドOSを採用し、1.55インチのタッチ

パネルにWi-Fi、GPS、加速度センサー、

512MBのRAMと4GBのメモリー容量

を内蔵。発売から1カ月半ほどで10万

台が出荷された。

　インジェニックはこれよりも上位モ

デルにあたるAP「JZ4780」も開発し

た。これはCPUコアが2つになり、ク

ロック周波数は1.2GHz。スマホやタブ

レット端末での搭載を目指したが、大

きな発展はなかった。

　インジェニックはこ

れまで、医療用機器や

ヘルスケア端末、電子

決済や指紋認証端末、

POS（販売時点情報管

理）システム、電子辞

書など向けにCPUや

APを供給してきた。こ

れらの製品の価格低下

により業績が伸び悩み、

ۙͷల։

　中国のウエアラブル端末用CPUフ

ァブレスのインジェニックセミコンダ

クター（Ingenic Semiconductor、君

正集成電路股份、北京市）は2005年に

北京市に設立され、09年にマルチメ

ディア処理チップを開発した。その

後、MIPS32ベースのCPU（製品名は

XBurst）などを開発。これをスマート

ウオッチ向けにアプリケーションプロ

セッサー（AP）やタブレット端末用AP

などに搭載して製品展開した。

　インジェニックは20年、メモリーフ

ァブレスのISSI傘下のルミシル（アナ

ログ系ファブレス）を買収し、売上高は

19年の約4億元から20年は21.7億元

（前年比6.4倍）に急増した。これによ

り、メモリーとCPU、アナログ製品の

3大製品群を揃えた。21年の売上高に

占めるメモリー比率は68％、スマート

AV機器用SoCは18％、アナログ製品

は8％、CPUは4％となった。

ژͰ$16࢈ࠃΛ։ൃ

　インジェニックは05年7月に北京で

設立され、09年にマルチメディア処理

チップを開発した。国産CPUの開発に

取り組み、11年5月に深圳証券取引所

で株式上場した。CPUコアの「XBurst」

を独自に開発し、CPUやGPU（グラフ

ィック処理）コアを混載したAPを製品

化した。

　同社が製品化したシングルコアAP

の「JZ4775」は、クロック周波数が

1GHz、GPUは2Dグラフィックのシ

εϚʔτΦッν・"*εϐʔΧʔ༻4P$Λઃܭ・ੜ࢈

インジェニック
北京君正集成電路股份有限公司
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